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 現 在 ，半 導 体 製 造 分 野 に お い て「 機 能 性 薄 膜 形 成 技 術 」の 重 要 性 は 益 々 大 き く
な っ て い る ． 特 に ， エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 野 に お い て ， デ バ イ ス を 構 成 す る 素 子 に
は ， 様 々 な 機 能 を 有 し た 薄 膜 が 用 い ら れ て お り ， 薄 膜 の 特 性 が デ バ イ ス 特 性 を 決
め る 要 因 と な っ て い る ． 薄 膜 に 対 す る 要 求 は ， テ ク ノ ロ ジ ー の 進 歩 と と も に ， 更
な る 多 機 能 ，高 機 能 化 ，nm オ ー ダ ー で の 膜 厚 制 御 に 向 け ら れ て い る ．薄 膜 の「 機
能 」 に は ， 耐 摩 耗 性 ， 電 気 的 性 質 ， 磁 気 的 性 質 ， 光 学 的 性 質 ， 耐 薬 品 性 等 が 挙 げ
ら れ る ． こ れ ら 薄 膜 の 形 成 手 法 に は 幾 多 あ る が ， 電 気 化 学 的 手 法 ， 特 に 無 電 解 め
っ き 法 は 段 差 被 覆 性 ， ス ル ー プ ッ ト に 優 れ ， 非 高 温 下 で の 操 作 が 可 能 と い う 特 徴
を 有 す る た め ， 広 く 研 究 ま た 応 用 さ れ て い る ． し か し な が ら ， 電 気 化 学 的 手 法 に
よ る 薄 膜 の 形 成 過 程 は ，極 め て 複 雑 で あ り ，そ の 反 応 は 未 解 明 な 点 が 多 い ．ま た ，
そ の 形 成 過 程 に 由 来 し て ，薄 膜 は バ ル ク 材 料 と 異 な る 機 能 を 発 現 す る こ と も あ る ．
本 論 文 で は ， 電 気 化 学 的 手 法 に よ る 電 子 デ バ イ ス 用 機 能 性 薄 膜 の 作 製 を 試 み ， そ
の 機 能 性 発 現 の 制 御 や ，得 ら れ た 薄 膜 の 特 性 に つ い て 議 論 す る こ と を 目 的 と し た ． 
電 子 デ バ イ ス 用 配 線 材 料 と し て は ULSI（ ul tra  large - s ca le  in tegrat i on） 配 線
用 拡 散 バ リ ア 層 及 び フ レ キ シ ブ ル 基 板 上 へ の Cu 配 線 形 成 に 関 す る 検 討 を 行 っ た ．
拡 散 バ リ ア 層 は ，配 線 材 料 と し て Cu を 用 い る 際 ，Cu の 基 板 へ の 拡 散 を 防 ぐ た め ，
欠 く こ と が 出 来 な い 薄 膜 で あ る ． ま た ， 磁 気 記 録 材 料 と し て 垂 直 磁 気 記 録 メ デ ィ
ア 用 軟 磁 性 裏 打 ち 層 へ の 応 用 を 目 的 と し た 軟 磁 性 CoNiFe 薄 膜 の 作 製 及 び 特 性 評
価 を 行 っ た ．  
本 論 文 は 全 5 章 か ら 構 成 さ れ て い る ． 以 下 に そ の 概 要 を 示 す ．  
第 1 章 で は ， 電 子 デ バ イ ス 開 発 の 現 状 及 び 今 後 の 展 望 に つ い て 述 べ た ． ま た ，
電 気 化 学 的 手 法 に よ る 薄 膜 形 成 技 術 及 び そ の 競 合 技 術 で あ る 乾 式 成 膜 法 の 特 色 に
つ い て も 記 述 し た ．   
第 2章 で は ，湿 式 法 に よ る 電 子 デ バ イ ス 用 配 線 材 料 の 作 製 に関 して，その背 景 及 び
概 念 について述 べ，湿 式 法 によるULSI配 線 用 拡 散 バ リ ア 層 及 び フ レ キ シ ブ ル 基 板 上
へ の Cu配 線 形 成 手 法 に 関 し て 検 討 し た ．  
本 検 討 で は ， SiO 2等 ，還 元 剤 の 酸 化 反 応 に 対 し 触 媒 活 性 を 有 さ な い 基 板 上 に 触
媒 化 を 施 す 手 法 と し て ， ア ミ ノ シ ラ ン 系 有 機 分 子 膜 を 形 成 し ， そ の 末 端 に 触 媒 金
属 を 担 持 さ せ る プ ロ セ ス を 用 い た ． 当 該 手 法 は ， そ の 基 板 表 面 の 平 滑 性 を 損 な う
こ と な く ， 複 雑 な 形 状 を 有 す る 構 造 体 に 対 し て も ， 全 面 に 均 一 な 触 媒 化 を 施 す こ
と を 可 能 に す る ． 2 .1節 で は 当 該 手 法 を 用 い た 新 規 ULSI配 線 用 拡 散 バ リ ア 層 作 製
プ ロ セ ス の 設 計 を 行 い ， 実 際 に 作 製 し た 薄 膜 の 評 価 に つ い て 検 討 し た ． 現 状 の ，
ULSI配 線 形 成 は Cuの 埋 め 込 み な ど の 一 部 工 程 を 除 く と ， 乾 式 法 に よ り 行 わ れ て
い る ． こ れ ら の 乾 式 プ ロ セ ス を 段 差 被 覆 性 に 優 れ る 湿 式 法 に 置 き 換 え る こ と で ，
更 な る 微 細 配 線 形 成 へ の 適 用 も 可 能 に な る と 考 え ら れ る ．バ リ ア 層 材 料 と し て は ，
Cuの 拡 散 防 止 に 有 効 で あ る と 考 え ら れ る ， ア モ ル フ ァ ス 構 造 を 有 す る Niお よ び
Co系 合 金 膜 を 選 定 し た ． 中 で も NiB（ B:6～ 8  wt .%） 合 金 膜 は 熱 安 定 性 に 優 れ ，
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 高 い 拡 散 防 止 特 性 を 有 す る こ と を 見 出 し た ． こ の 熱 安 定 性 に 優 れ た 金 属 薄 膜 を 拡
散 バ リ ア 層 と し て 適 用 す る こ と を 目 的 と し ，SiO 2 /S i基 板 上 へ の 形 成 を 試 み た ．触
媒 層 の 形 成 は ， あ ら か じ め 形 成 し た 有 機 分 子 末 端 の ア ミ ノ 基 に 担 持 さ せ る こ と で
行 っ た ． 触 媒 金 属 に は ， ア ミ ノ 基 と の 配 位 結 合 に よ り 容 易 に 担 持 が 可 能 で ， か つ
高 い 触 媒 活 性 を 有 す る Pdを 選 択 し た ．さ ら に ，触 媒 活 性 を 得 る 為 に は ，Pd金 属 結
晶 面 の 形 成 が 必 要 で あ る た め ， 数 十 原 子 程 度 の 凝 集 体 が 必 要 と な る ． こ れ ら の 条
件 を 満 た す も の と し て ，PdCl 2お よ び HCl濃 度 を 最 適 化 し た 溶 液 を 用 い た ．実 際 に
本 手 法 に よ り ，ト レ ン チ 形 状 を 有 し た SiO 2基 板 上 に 拡 散 バ リ ア 層 の 形 成 を 試 み た
と こ ろ ， 無 電 解 め っ き 反 応 は 触 媒 化 を 施 し た 基 板 上 で コ ン フ ォ ー マ ル に 進 行 し ，
ト レ ン チ 上 部 ， 下 部 ， 側 壁 部 い ず れ に お い て も 均 一 な 薄 膜 の 形 成 を 達 成 し た ． さ
ら に ，本 プ ロ セ ス を SiO 2に 比 較 し て 誘 電 率 の 低 い 層 間 絶 縁 膜（ Low-k  材 料 ）に 適
用 す る こ と も ， Low-k  材 料 表 面 を 適 宜 改 質 ， 修 飾 す る こ と で 可 能 と し た ． Low-k  
材 料 は ，  ULSIの 更 な る 微 細 化 ， 信 号 の 高 速 化 を 達 成 す る 上 で 欠 か せ な い 材 料 で
あ り ， こ れ ら の 層 間 絶 縁 膜 が 使 用 さ れ る 次 世 代 半 導 体 に も 本 手 法 が 適 用 可 能 で あ
る こ と を 示 し た ．  
2 .2節 で は フ レ キ シ ブ ル プ リ ン ト 配 線 基 板 の 基 材 と し て 有 望 な ポ リ イ ミ ド （ PI）
樹 脂 上 へ の 湿 式 法 に よ る ，Cu配 線 の 形 成 お よ び ，そ の 密 着 性 評 価 に つ い て 検 討 し
た ． 2 .1節 で 述 べ た 有 機 分 子 膜 を 使 用 す る 手 法 を 応 用 し た ． 樹 脂 表 面 に O 2プ ラ ズ
マ 処 理 を 施 し ，OH基 を 形 成 す る こ と で ，有 機 分 子 膜 の 形 成 を 可 能 と し た ．グ リ オ
キ シ ル 酸 を 還 元 剤 と し て 含 む 無 電 解 Cuめ っ き 浴 を 用 い ，触 媒 化 を 行 っ た PI樹 脂 上
へ の Cu成 膜 を 試 み た が ，無 電 解 め っ き 反 応 の 開 始 は 確 認 さ れ な か っ た ．Ｘ 線 光 電
子 分 光 法（ XPS）に よ り 触 媒 金 属 の 状 態 観 察 を 行 っ た と こ ろ ，主 な ピ ー ク は Pdの
酸 化 物 に 帰 属 さ れ た ．触 媒 活 性 の 促 進 を 目 的 と し ，Pd上 で 高 い 触 媒 活 性 を 有 す る
還 元 剤（ ジ メ チ ル ア ミ ン ボ ラ ン ）を 含 む 溶 液 に 浸 漬 さ せ Pd酸 化 物 の 還 元 を 行 っ た ．
こ の 還 元 処 理 を 行 う こ と で ， 高 い 触 媒 活 性 を 有 す る 表 面 が 得 ら れ ， 無 電 解 め っ き
法 に よ る 樹 脂 上 へ の Cuの 直 接 成 膜 が 可 能 に な っ た ．ま た ，あ ら か じ め Ni合 金 膜 等
を 中 間 層 と し て 付 与 す る こ と で ， よ り 安 定 し た 成 膜 を 可 能 と し た ． 定 量 的 な 密 着
性 評 価 を 行 う 為 ，電 気 め っ き 法 に よ り Cu膜 の 厚 付 け を 行 い ，引 っ 張 り 試 験 に て 密
着 強 度 を 求 め た と こ ろ ， 最 大 0 .36  kNｍ - 1を 示 し た ． ま た ， 四 探 針 法 に よ り Cu薄
膜 の 抵 抗 値 測 定 を 行 っ た と こ ろ ，比 抵 抗 値 1 .86  μΩ / cmと い う 非 常 に 良 好 な 値 を 示
し た ．  
第 3 章 で は 有 機 分 子 膜 上 に 担 持 し た 触 媒 （ Pd） の 状 態 解 析 に つ い て 検 討 し た ．
有 機 分 子 膜 上 に 担 持 し た Pd が 触 媒 活 性 を 示 す こ と は 2 章 に て 明 ら か と し た が ，
そ の 担 持 状 態 お よ び 分 布 状 態 に 関 す る 知 見 は 得 ら れ て い な い ． そ こ で ， 有 機 分 子
膜 上 で の Pd の 担 持 状 態 お よ び 分 布 状 態 に 関 し て 考 察 し た ． XPS に て 有 機 分 子 膜
上 Pd の 状 態 の 観 察 を お こ な っ た と こ ろ ，担 持 さ れ て い る Pd は 微 量 で あ り ，触 媒
化 直 後 は Pd‐ Cl 錯 体 お よ び Pd 酸 化 物 が 主 成 分 で あ っ た ．一 方 ，還 元 処 理 後 は 金
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属 Pd に 由 来 す る ピ ー ク が 増 大 し た ． こ の 結 果 よ り ， 当 該 手 法 で は め っ き 反 応 に
先 立 っ て Pd の 還 元 が 起 こ り ，そ の 後 Pd 上 で 無 電 解 め っ き 反 応 が 進 行 し て い る と
考 え ら れ る ． こ の た め Pd 上 で 強 い 触 媒 活 性 を 有 す る 還 元 剤 を 用 い る こ と が 有 効
で あ る ．触 媒 の 分 布 状 態 を 透 過 型 電 子 顕 微 鏡（ TEM）を 用 い て 観 察 し た ．還 元 処
理 を 施 し た サ ン プ ル 表 面 か ら は ，処 理 前 に は 観 察 さ れ な か っ た ，粒 子 径 1～ 3  nm
の Pd 粒 子 像 が 観 察 さ れ ，そ の 被 覆 率 は 12～ 15％ 程 度 で あ っ た ．微 量 な 触 媒 担 持
量 に お い て も ， 適 当 な 還 元 剤 の 選 定 お よ び 触 媒 金 属 の nm オ ー ダ ー の 分 散 に よ り
高 い 触 媒 活 性 を 発 現 出 来 る こ と が 示 さ れ た ．  
第 4 章 で は 垂 直 磁 気 記 録 メ デ ィ ア へ の 軟 磁 性 裏 打 ち 層（ SUL）へ の 応 用 を 目 的
と し た 軟 磁 性 CoNiFeB 薄 膜 の 作 製 及 び 特 性 評 価 に つ い て 述 べ た ． 垂 直 磁 気 記 録
方 式 で は 記 録 層 の 下 に SUL を 設 け る こ と で ， ヘ ッ ド -媒 体 間 に 効 率 的 な 磁 気 回 路
が 形 成 さ れ ， 更 な る 高 性 能 化 が 期 待 で き る ． 無 電 解 CoNiFeB 薄 膜 は ， 成 膜 中 の
基 板 自 回 転 速 度 を 変 化 さ せ る こ と で 保 磁 力 お よ び 磁 気 異 方 性 の 制 御 が 可 能 で あ る
こ と を 見 出 し て お り ， こ れ を SUL に 適 用 す る 検 討 を 行 っ た ． SUL に 要 求 さ れ る
特 性 と し て ，低 保 磁 力 お よ び 巨 視 的 な 磁 壁 が 存 在 し な い こ と が 挙 げ ら れ る ．特 に ，
巨 視 的 な 磁 壁 の 存 在 は ， ス パ イ ク ノ イ ズ と 呼 ば れ る 記 録 再 生 時 に 致 命 的 な 問 題 を
発 生 さ せ る ．無 電 解 CoNiFeB 薄 膜 は ，一 定 の 速 度 で 自 回 転 (120  rpm)さ せ な が ら
成 膜 を 行 う こ と で 低 保 磁 力 化 が 可 能 で あ る が ， 巨 視 的 な 磁 壁 が 存 在 し 磁 気 的 に 均
一 な 膜 を 得 る こ と は 困 難 で あ っ た ．こ の 問 題 は ，自 回 転 速 度 を 調 節（ 5  rpm）し ，
さ ら に 面 内 方 向 に 磁 界 を 印 加 し た 状 態 で 成 膜 を 行 う こ と で 解 決 し た ． 上 記 の 条 件
で 成 膜 を 行 う こ と に よ り ， 基 板 に 対 し 垂 直 方 向 の 磁 化 成 分 が 発 生 し ， 膜 内 に 縞 状
磁 区 が 形 成 さ れ る ．縞 状 磁 区 が 形 成 し た 膜 を SUL に 適 用 し ，記 録 再 生 特 性 を 計 測
し た と こ ろ ， ス パ イ ク ノ イ ズ の 発 生 を 抑 制 す る 効 果 が 確 認 さ れ た ． こ れ は 縞 状 磁
区 の 形 成 に よ り 膜 内 の 巨 視 的 磁 壁 が 消 失 し た た め で あ る ． し か し な が ら ， 縞 状 磁
区 の 漏 洩 磁 界 に 起 因 し て DC ノ イ ズ が 増 大 し た ． そ こ で ， DC ノ イ ズ 低 減 を 目 的
と し て ，縞 状 磁 区 か ら の 漏 洩 磁 界 を SUL 内 で 還 流 さ せ る 二 層 型 CoNiFeB 軟 磁 性
裏 打 ち 層 の 作 製 を 試 み た ． 下 層 に 縞 状 磁 区 層 を 形 成 し た 後 ， 縞 状 磁 区 か ら の 漏 洩
磁 界 を 還 流 さ せ る 低 保 磁 力 層 を 上 層 に 形 成 す る こ と で ， DC ノ イ ズ の 低 減 を 達 成
し た ． ま た ， 上 層 の 低 保 磁 力 層 の 膜 厚 を 適 宜 最 適 化 す る こ と で ， 上 層 に 存 在 す る
磁 壁 は ， 下 層 の 縞 状 磁 区 層 に よ り ピ ニ ン グ さ れ ， ス パ イ ク ノ イ ズ の 低 減 も 同 時 に
達 成 し た ．こ の 異 な る 磁 気 特 性 を 有 す る 2 種 の 膜 は 成 膜 中 の 基 板 自 回 転 速 度 を 変
化 さ せ る こ と で 形 成 が 可 能 で あ る ． こ れ ら の 結 果 よ り ， 電 気 化 学 的 手 法 に よ る
SUL の 作 製 の 可 能 性 が 示 さ れ た ．  
第 ５ 章 で は ，第 2 章 か ら 第 ４ 章 で 得 ら れ た 研 究 結 果 に つ い て 総 括 し ，同 分 野 に
お け る 研 究 報 告 例 と の 比 較 に よ り ， 本 研 究 の 意 義 を 明 ら か と し ， 今 後 の 展 望 に つ
い て 包 括 的 に 議 論 し た ．  
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“Formation of Diffusion Barrier Layer on Low-k Material Using Wet Fabrication Process”, ECS 
Trans. 1, (11) 57 (2006), T. Osaka, M. Yoshino, T. Yokoshima, A. Hashimoto, Y. Hagiwara 
 
“軟磁性裏打ち層への無電解めっき CoNiFeB の適用－デュアル膜による低ノイズ化”, 社団法人電
子情報通信学会, 信学技報, MR2006-19, 53-58 (2006), 杉山敦, 吉野正洋, 安達健, 菊池雄太, 吉
野正洋, 逢坂哲彌 
 
“無電解めっき法を用いた垂直 2 層膜媒体軟磁性裏打ち層の開発”, 社団法人電子情報通信学会, 信
学技報, MR2004-48, 15-20 (2005), 杉山敦, 朝日透, 安達健, 坂上万里子, 川治純, 吉野正洋, 逢
坂哲彌, 津守俊宏 
 
“Magnetic Microstructure and Noise Property of Electrolessly Deposited CoNiFeB Soft Magnetic 
Underlayer”, IEEE Transactions on Magnetics, vol.41, p.3163-3165 (2005), A. Sugiyama, K. 
Adachi, M. Sakagami, M. Yoshino, J. Kawaji, T. Asahi, T. Tsumori, T. Osaka 
 
“All-Wet Fabrication Process for ULSI Interconnect Technologies”, Electrochimica Acta, 51, 
916-920 (2005), M. Yoshino, Y. Nonaka, J. Sasano, I. Matsuda, Y. Shacham-Diamand, T. Osaka 
 
“ポリイミド樹脂上への直接銅成膜の検討”, 表面技術 55(12) 960-961 吉野正洋, 増田豊土, 笹野
順司, 松田五明, 逢坂哲彌 
 
“Formation of Diffusion Barrier Layer on Low-k Material Using Wet Process”, The 
Electrochemical Society PV2004-17 pp.251-263 M. Yoshino, T. Yokoshima, T. Osaka, A. 
Hashimoto, Y. Hagiwara, I. Sato 
 
“The Proposal of All-Wet Fabrication Process for ULSI Interconnects Technologies– Application 
of Electroless NiB Deposition to Capping and Barrier”, The Electrochemical Society PV2003-10 
pp137-145 M. Yoshino, Y. Nonaka, T. Yokoshima, T. Osaka 
 
“New Process on Diffusion Barrier Layer for ULSI by Using Electroless Deposition with 
Self-Assembled Monolayer on Ultra Low-k Dielectrics”, Journal of Electrochemical Society, M. 
Yoshino, T. Masuda, T. Yokoshima, J. Sasano, Y. Shacham-Diamand, I. Matsuda, T. Osaka, A. 
Hashimoto, Y. Hagiwara, I. Sato 
 
“Preparation of High-Bs CoNiFeB Film to Magnetic Device Application by Electroless 
Deposition Method”, Electrochimica Acta, M. Yoshino, Y. Kikuchi, A. Sugiyama, T. Asahi, T. 
Osaka  
 
“New Formation Process of Plating Thin Films on Several Substrates by Means of SAM 
(Self-Assembled Monolayer) Process”, Electrochimica Acta, T. Osaka, M. Yoshino 
 
“エレクトロニクス分野における高機能性薄膜の形成技術”, 表面技術, 55(12) 753-757, 逢坂哲彌, 
佐山淳一, 吉野正洋 
 
“Application of Electroless Plating Technique in the Fabrication of ULSI Interconnects”, ECS 
Trans., T. Osaka, M. Yoshino, M. Hasegawa 
 
“Application of SAM for an Electroless Deposition onto Silicone Oxide and /or Polymer 
Substrates”, 210th Meeting of Electrochemical Society, Oct.-Nov. 2006, Cancun (Mexico), T. 
Osaka, M. Yoshino, M. Hasegawa 
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“The Optimization of an “All Wet” Process for Metal Barrier Layers for Cu Metallization”, 57th 
Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, August 2006, Edinburgh (UK), 
M. Yoshino, T. Masuda, S. Wakatsuki, J. Sasano, I. Matsuda, Y. Shacham-Diamand, T. Osaka, Y. 
Hagiwara, T. Kumagai, I. Sato 
 
“New Formation Process of Plating Thin Films on Several Substrates by Means of SAM 
(Self-Assembled Monolayer) Process”, EMNT 2006, August 2006, Bonn (Ger.), T. Osaka, M. 
Yoshino 
 
“Preparation of High-Bs CoNiFeB Film to Magnetic Device Application by Electroless 
Deposition Method”, EMNT 2006, August 2006, Bonn (Ger.), M. Yoshino, Y. Kikuchi, A. 
Sugiyama, T. Asahi, T. Osaka  
 
“Fabrication and Characterization of Electroless NiMoB Film as a Barrier Layer”, The 3rd 
21COE International Symposium on ‘Practical Nano-Chemistry’, November 2005, Tokyo 
(Japan), M. Yoshino, I. Matsuda, T. Osaka  
 
“Application of Electrolessly Deposited High-Bs CoNiFeB Film to Soft Magnetic Underlayer”, 
International Symposium on Creation of Magnetic Recording Materials with Nano-interfacial 
Technologies, December 2005, K. Adachi, Y. Kikuchi, M. Yoshino, J. Kawaji, A. Sugiyama, T. 
Asahi, T. Osaka 
 
“Application of Electrolessly Deposited High-Bs CoNiFeB Film to Soft Magnetic Underlayer”, 
2005 Symposium on Nanoscale Materials, Processes and Devices (2005 Joint Symposium of 
Stanford Univ. & Waseda Univ.), November 2005, Hawaii (US), M. Yoshino, A. Sugiyama, T. 
Asahi, T. Osaka 
 
“Fabrication of Electroless NiMoB layer as a Diffusion Barrier Layer on Low-k Substrate”, 208th 
Meeting of Electrochemical Society, October 2005, California (US), M. Yoshino, T. Masuda, S. 
Wakatsuki, J. Sasano, I. Matsuda, Y. Shacham-Diamand, T. Osaka 
 
“Electroless Nickel and Cobalt Thin Film Barrier and Capping Layers – Composition Effects”, 
208th Meeting of the Electrochemical Society, October 2005, California (US), Y. 
Shacham-Diamand, T. Osaka, M. Yoshino, H. Einati 
 
“Formation of Electroless Ni Alloy Films as a Diffusion Barrier Layer Using Wet Process”, 
International Symposium on Surface Science and Nanotechnology (ISSS-4), November 2005, 
Saitama (Japan), M. Yoshino, T. Masuda, S. Wakatsuki, J. Sasano, I. Matsuda, Y. 
Shacham-Diamand, T. Osaka 
 
“Characterization of Electroless Ni Alloy Film as a Diffusion Barrier and Capping Layer on 
Low-k Inter-level-Dielectrics”, Advanced Metallization Conference 2005: 15th Asian Session, 
October 2005, Tokyo (Japan), M. Yoshino, T. Masuda, S. Wakatsuki, J. Sasano, I. Matsuda, Y. 
Shacham-Diamand, T. Osaka 
 
“Electroless Plating of NiMoB for a Barrier Layer Against Cu Diffusion”, The 56th Annual 
Meeting of International Society of Electrochemistry, September 2005, Busan (Korea), J. Sasano, 
M. Yoshino, T. Masuda, S. Wakatsuki, I. Matsuda, Y. Shacham-Diamand, T. Osaka 
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“New Approach to ULSI Interconnection Technology by using Self-Assembled Monolayer”,The 
56th Annual Meeting of International Society of Electrochemistry, September 2005, Busan 
(Korea), T. Osaka, Y. Shacham-Diamand, M. Yoshino 
 
“Effect of Film Thickness of Electrolessly Deposited CoNiFeB Soft Magnetic Underlayer on its 
Magnetic Properties”, International Magnetics Conference 2005, April 2005, Aichi (Japan), A. 
sugiyama, K. adachi, M. sakagami, M. yoshino, J. kawaji, T. asahi, T. Tsumori, T. Osaka 
 
“Fabrication of the Diffusion Barrier Layer on the Low-k Materials”, 21COE International 
Symposium on ‘Practical Nano-Chemistry’, December 2004, Tokyo (Japan), M. Yoshino, J. 
Sasano, I. Matsuda, T. Osaka   
 
“Proposal of Novel Fabrication Process for the Diffusion Barrier Layer-Application to Low-k 
Material”, Joint Symposium of Peking University & Waseda University on Practical 
Nano-Chemistry, November 2004, Tokyo (Japan), M. Yoshino, T. Masuda, J. Sasano, I. Matsuda, 
T. Osaka 
 
“Characterization of Electroless NiB Film as a Diffusion Barrier Layer on Low-k Substrate”, 
206th Meeting of The Electrochemical society, October 2004, Hawaii (US), M. Yoshino, T. 
Masuda, J. Sasano, T. Yokoshima, I. Matsuda, T. Osaka, A. Hashimoto, Y. Hagiwara, I. Sato 
 
“Properties of Electroless NiB Film as a Diffusion Barrier for Cu ULSI Technology”, EMT2004, 
October 2004, Tokyo (Japan), M. Yoshino, T. Yokoshima, T. Masuda, J. Sasano, I. Matsuda, T. 
Osaka 
 
“Electroless Deposition of a Soft Magnetic Underlayer for Perpendicular Magnetic Recording 
Media”, EMT2004, Tokyo (Japan), K. Adachi1, M. Ohmori, M. Sakagami, M. Yoshino1, J. 
Kawaji, A. Sugiyama, T. Asahi1, T. Osaka 
 
“Formation of Diffusion Barrier Layer on Low-k Material Using All-Wet Fabrication Process”, 
205th Meeting of The Electrochemical society, May 2004, Texas (USA), T. Osaka, M. Yoshino, T. 
Yokoshima, A. Hashimoto, Y. Hagiwara 
 
“Electroless Deposition of NiB for a Diffusion Barrier layer”, 21COE International Symposium 
on ‘Practical Nano-Chemistry’, December 2003, Tokyo (Japan), M. Yoshino, T. Iida, T. 
Yokoshima, T. Osaka 
 
“The Proposal of All-Wet Fabrication Process for ULSI Interconnects Technologies –Application 
of Electroless NiB Deposition to Capping and Barrier Layers”, 204th Meeting of The 
Electrochemical society, October 2003, Florida (US), M. Yoshino, T. Yokoshima, T. Osaka 
 
“Electroless NiB Deposition for ULSI barrier layer”, 204th Meeting of The Electrochemical 
society, October 2003, Florida (US), M. Yoshino，Y. Nonaka，T. Nakanis，T. Yokoshima，T. Osaka
(他 学会講演 17 件) 
 
“Electrodeposition of Ag Film form Ammoniacal AgNO3 bath Containing Polyethyleneimin”, J. 
Surf. Fin. Soc. Japan 55(12) 962-963, T. Iida, M. Yoshino, J. Sasano, I. Matsuda, T. Osaka 
 
(特許出願 3 件) 
 
